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Sposob pripravy supravodivej vrstvy
GdBaZCu307 na Si podloZke

(57) RieZenie spadd do oblasti supravodivej
elektroniky a optoelektroniky. Vysokotep-
lotné supravodivéd vrstve GdBaQCu3O7,
naprédend na Si podloZke sa pripravuje
tak, Ze sa vychodzi uateridl GdBazch307
napraguje minimélne 80 minut na vyhrieva-
nu Si podloZku o teplote od 650 °C do
820 °C umiestnend v atmosfére 0, & AR,
pritom parcidlny tlsk O2 Jje 30 Pa a par-
cidlny tlak Ar je 60 Pa. Z{skand napré-
Send vrstva sa ndsledne vyifha v kyslfku

o tlaku lO5 Pa pri teplote 400 °C v trva-
nf minimdlne 10 minut, &{im sa vytvor{ na
Si podloZke supravodivéd vrstva GdBaZCu3O7
8 kritickou teplotou vy$3ou nef 80 K.
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Vyndlez sa tyka gposobu pripravy vrstvy'GdBaZCu307 na Si podloZke.

Doteraz vo svete pripravené tenké vrstvy vysokoteplotnyfch supravodiov na béze
Y-Ba-Cu-0 nanesené na podloZky Sr'JIiO3 , 2r0, A1203 a MgO pouZitim naparovania, napra-
Zovania a pulzného laserového naparovania vykazu;jﬁ supravodivy stav podla typu pouZi-
tej podlozky, napr. kritickd teplota pre podloZku SrTiO3 je 86 X, pre podloZku .111203
je 84 K, pre Zr0 je 82 K a pre Mgl je 78 K. Vytvorenizs supravodivého stavu v tyehto
vrstvéch vyZaduje Zfhanie v kyslikove] atmosfére pri teplote pribliZne 900 °C, %o ve-
die k negativnemu vplyvu na supravodivé vlastnosti v d6sledku reakeie supravodive]
vrstvy s podloZkou. Doteraz najlepsie vysledky pre materidl Y-Ba-Cu-0 boli z{skané na
monokry&talicke] ‘podloZke SrTiOB. Tento substrét nie je v3ak vhodny pre Sirfie mikro-
elektronické a optoelektronické aplikdcie. Vysoko aktudlne je pouZitie krentkovych
podloZiek, ktoré si zékladnym materidlom pre mikroelektroniku. Doposial sa vo svete
nepodarilo pripravit vysokoteplotné supravodivé vrstvy na bdze Y-Ba~Cu-O priemo na
kremikovd podloZku. Preto sa skimajd rbzne technologické postupy, ktoré pousivajd
Jalsiu medzivrstvu oddelujdeu kremfkovi podloZku od vrstvy Y-Ba-Cu-O, napr. 2r0,,
SrTi0,, Mg0, Al, AIN, SijN,, GeN, atd., nepr. vid.G. Poullain et al, Mod. Phys. Lett.
B2 (1988) 523, A. Mogro-Campero et al, Appl. Phys. Lett. 52 (1988) 584, A, Mogro-Cam-
pero, L. G. Turner, Appl. Fhys. Lett 52 (1988) 1185,

Uvedené nevyhody riesi gposob pripravy supravodivej vrstvy GdBaZCu3O7 na Si pod-
loske podY¥a vyndlezu, ktorého podstata spo&iva v tom, ¥e sa materidl Gd.BaaCu:,’O7 napra-
$uje pomocou megnetrdnu na Si podloZku udrZiavend pri teplote od 650 °¢ do 820 %

v atmosfére O, a Ar pri parcidlnom tleku O, rovnom 30 Pa a parcidlnom tlaku Ar rovnom
50 Pa a ndsledne sa ¥fha minimélne degat nindt pri teplote. 400 %¢c v atmosfére 02
o tlaku 10° Pa.

Pomocou vyndlezu sa dosishne vyhodnejdie v-yuﬁitie be¥ne dostupnych a cenove nend-
ro¥nych Si podloZiek v porovnani s drah3fumi a taZko dostupnymi wmonokryitalickymi pod-
loZkami SrTi03, Zr0, A1203 a Mg0, ktoré naju tektieZ vy¥Siu hodnotu dielektricke]
konStanty, %o je nepriaznivé z hladiska mikroelektrickych obvodov. Vy3s{ d&inok, ktory
sa vyndlezom docieli, spo¥fva taktieZ vo vynechanf jedného technologického kroku, kto-
ry bol doposial nevyhnutny pre vytvorenie vhodnej medzivrstvy medzi podloZkou a samot-
nou supravodivou vrstvou.

V konkrétnej realizdeii sposobu je pouZity napradovact terd GdBaZCu307 0 prieme-
re 4 cm a hribke od 5 do 6 mm, kfory je vzdialeny od Si podloZky v rozmedzi od 4 cm
do 6 cm. PodloZka Si je umiestnend na vyhrievacej ocelovej podloZke, ktord je pri
naprasovan{ udrZfiavand na teplote 6d 650 °c a0 820 °c po dobu minimélne 80 mindt,

&{m sa vytvor{ vrstva o hrubke viac ne_é 0,7 /ume Po napréSeni vrstvy sa znfZi teplota
vyhrievacej ocelovej podloZky na 400 °C, pri ktorej sa vrstva #fha v atmosfére 02 pri
tlaku 107 Pa minimdlne 10 mindt. .

PREDMET VYNALLEGZU

Sposob pripravy supravodivej vrstvy G’dBQZCu307. na Si podioike bez pouZitia medzi-
vrstvy vyznadujici sa tym, ¥e sa materidl GdBé20u307 naprasuje pomocou magnetrdnu na
Si podloZku udr¥iavand pri teplote: od 650 7°C do 820 °C v atmosfére 02 a Ar pri par-
cidlnom tlaku O, rovnom 30 Pa a parcidlnom tlaku Ar rovnom 60 Pa a ndsledne sa Z{ha
najmenej desaV mindt pri teplote 400 °% v at_mosfére 02 v tlaku 105 Pas
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